
1.  Nastaven predmet MIKROELEKTRONIKA 

2.  [ifra ETF054L07 

3.  Studiska programa ERPS 

4.  Semestar (izbornost) leten (zadol`itelen) 

5.  Celi na predmetot tehnologii i karakteristiki na integrirani kola  

6.  Osposoben za 
(kompetencii) 

razbirawe na integiranite strukturi, bazi~no vladeewe 
alati za simulacija i dizajn na IK 

7.  Uslov za zapi{uvawe 
na predmetot 

Оsnovi na elektronika 

8.  Osnovna literatura 
(do 3 naslovi) 

1.T. Xekov “Mikroelektronika”; J.]osev “Re{eni zada~i” 

2.C.Jaeger “Inroduction to microelectronic fabrication” P.Hall 

3.Upatstva za CAD sistemi, SUPREM, LASI, MOSES 

9.  Broj na krediti 6 

10.  Vkupen raspolo`iv fond na vreme 3+1+1 

11.  Raspredelba na raspolo`ivoto vreme 6*30=180 

11.1. P - Predavawa-teoretska nastava  45 ~asa 

11.2. AV - Auditorni ve`bi  15 ~asa 

11.3. LV - Laboratoriski ve`bi 15 ~asa 

11.4. PZ Proverka na znaewe 1. Testovi 0 ~asa 

2. Parcijalni ispiti 3 ~asa 

3. Ispit 2 ~asa 

4. Doma{ni raboti 15 ~asa 

11.5. SZ Samostojni zada~i 1. Proektni zada~i 15 ~asa 

2. Samostojni raboti 75 ~asa 

12.  Ocenuvawe  

12.1. Posetenost na nastava (do 10 boda)  5 boda 

12.2. Parcijalni ispiti (min. 60% od vkupniot broj predvideni 
bodovi) 

60 boda 

12.3. Ispit (min. 50% od vkupniot broj predvideni bodovi) 50 boda 

12.4. Testovi (max. 20% od vkupniot broj predvideni bodovi)) 0 boda 

12.5. Seminarski raboti (max.10% od vkupniot broj predvideni 
bodovi) 

10 boda 

12.6. Laboratoriski ve`bi (max. 20% od vkupniot broj 
predvideni bodovi) 

20 boda 

12.7. Proektni zada~i (max. 20% od vkupniot broj predvideni 
bodovi) 

20 boda 

Zabele{ka:  

Ispitot se smeta za polo`en ako 
studentot osvoi najmalku 60% od 
vkupnio broj bodovi predvideni so 
predmetnata programa. 

Parcijalniot ispit se smeta za 
polo`en ako studentot osvoi najmalku 
30% od vkupniot broj bodovi.  

Bodovi: Ocenki: 

od 60 do68 6 ({est) 

od 69 do 76 7 (sedum) 

od 77 do 84 8 (osum) 

od 85 do 92 9 (devet) 

od 92 do 100 10 (deset) 

13.  Uslov za potpis i formalen ispit laboratoriski ve`bi ili seminarska 



PLANIRAWE AKTIVNOSTI ZA NASTAVNIOT PREDMET       

 

ned 
ela 

Predavawa - teoretska nastava Auditorni i laboratoriski ve`bi 

~asa tema ~asa tema 

I.  3 
Voved: razvoj na mikroelektronikata, pregled na tehnolo{kite procesi - MOY 
i bipolarni 

1 Zapoznavawe so simulator na tehnolo{ki procesi 

0       

II.  3 
Tehnologija: izgotvuvawe monokristalna plo~ka,; fotolitografija - ~ekori, 
nagrizuvawe, izrabotka na maski, inspekcija 

1 Simulator na tehnolo{ki procesi 

2 Ednostavni komandi kaj simulatorot, postavuvawe rabotna okolina 

III.  3 
Tehnologija: difuzija - modelirawe, Fikovi zakoni, neograni~en i ograni~en 
izvor, dvo~ekorna difuzija, dlabo~ina na pn-spoevi, slojna otpornost, 
simulacija na difuzijata 

1 Difuzija, pn-spoj, slojna otpornost 

0       

IV.  3 
Elementi: pn-spoj so proizvolen premin, Lorens-Vornerovi krivi, numeri~ki 
metodi 

1 Lorens-Vornerovi krivi 

2 Simulacija na difuzijata i odreduvawe na pn-spojot 

V.  3 
Tehnologija: oksidacija - modelirawe, raspredelba na primesite, oksidot kako 
maska za difuzija, selektivna oksidacija, izolacija, simulacija na procesot; 
jonska implantacija - modelirawe, profil na primesi, defekti i “kalewe” 

1 Primeri od oksidacija 

0       

VI.  3 
Tehnologija: nanesuvawe sloevi: naparuvawe (termi~ko, elektronsko i jonsko), 
hemisko naparuvawe i reaktori; metalizacija, epitaksija, primesi i vkopani 
sloevi 

1 Primeri od epitaksija 

2 Simulacija na oksidacijata i epitaksijata 

VII.  3 
Tehnologija: vrski i kontakti kaj IK - kontaktna otpornost, elektromigracija, 
pove}eslojni vrski, DAMASCENE proces; Pakuvawe: pricvrstuvawe, 
zaavaruvawe izvodi, kuki{ta (DIP, LCC, BGA), defekti i prinos 

1 Slojna otpornost na vrskite, prinos kaj IK 

0       

VIII.  3 prv kolokvium 
1 konsultacii 

1 konsultacii 

IX.  3 
Elementi: MOY-strukturi, rabotni funkcii, podra~ja na rabota, pregoven 
napon, nagoduvawe 

1 MOY strukturi 

0  

X.  3 
Tehnologija: MOY-komponenti, n-kanalen tranzistor, gradba i pojavi, 
skalirawe, dizajn na IK so MOY tranzistori, CMOS strukturi, izolacija, SOI  

1 MOY strukturi 

2 Programi za dizajn na IK, dizajn na MOY struktura 

XI.  3 
Elementi: bipolaren tranzistor - faktorot , transportni ravenki, Gamelov 
broj, pribli`no odreduvawe 

1 Bipolaren tranzistor 

0  

XII.  3 
Tehnologija: bipolarni komponenti, npn-tranzistor so vkopan kolektor, 
izolacija, gradba i karakteristiki, otpornici, supstraten i lateralen pnp-
tranzistor, dizajn na IK vo bipolarna tehnologija, sovremeni strukturi 

1 Bipolaren tranzistor 

2 Dizajn na bipolarna struktura 

XIII.  3 
Tehnologija: mikroelektromehani~ki sistemi (MEMY) - izotropno i neizotropno 
nagrizuvawe, primer za izrabotka na dijafragma 

1 MOY i bipolarni strukturi 

0  

XIV.  3 
Tehnologija: hibridni IK - op{ti karakteristiki na slojnite kola, provodnici, 
otpornici, kondenzatori 

1 Elementi na slojnite kola 

2 Dizajn na BiMOS struktura 

XV.  3 Tehnologija: hibridni IK - debeloslojna tehnika, tenkoslojna tehnika 
1 Elementi na slojnite kola 

1 Konsultacii  

Zbir 45  30  

 


